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Applications autonomes

)




Résaux de capteurs sans fil autonomes

Récupération Gestion et Stokage Applications
de I’énergie de I’énergie (Capteurs)

Projet AutoSens (C. Rossi)

* Mesures en vol

* Récupération énergie décollage/atterissage
» Température: -50°C / +100°C

* Durée de vie: 40 ans, 5000 h/an

* Taille du module : 10 cm x 10 cm, e <5 mm




Qu’est ce qu'un supercondensateur ?

CHARGE

—

DISCHARGE




Qu’est ce qu'un supercondensateur ?

Stockage faradique
(Duree de vie limitee)

Stockage capacitif (Carbon)
ou pseudo-capacitif (Ru0, MnO )

% Electrolyte . '

« Grande surface specifique
* Duree de vie illimitee

Specific power (W kg—')
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Technologie du jet d'encre

aboration de microsupercondensateur a base de C par Vole et CFEEiE

Poudre charbao




Technologie du jet d'encre

pase de C par vol tcd'ancre

CNRS-LAAS 10.0kV 11.5mm x300 SE(M) S ooum CNRS-LAAS 10.0kV 11.5mm x300 SE(M) R




Technologie du jet d'encre

I a Dase e C par VoIe el 6 EnciE

Resolution 10 pm

CNRS-LAAS 10.0kV 10.8mm x800 SE{M)




Process
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Encapsulation

Electrolyte GlasT plate

\Photosenartlve resin

Si

Cold

contact  Micro-Supercapacitor
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(T. Fauthoux et H. Durou)

capot verre epaisseur=500pm




Micro-dispositifs obtenus

—l 10-400-40

Largeur 40 pym — Longueur 400 um — Interespace 40
Epaisseur : 1-2 ym
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Performances électrochimiques

1100 mV/s

Current / pA
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Analyse SIE
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Conclusion et perspectives




Merci pour votre attention

Questions ?

Travail soutenu par la ‘Fondation de Recherche pour I'’Aéronautique et I'Espace’ (FRAE)



